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프린트  제조 에 , 몰드  상 에는 함몰    다. 상   과 상  몰

드  상  상에는 차단막  다. 상  몰드 에 접착   마주하도  결합시킨 후 상  접

착   상  몰드  리시키 , 상  상 에  상  차단막  상  몰드 

제거 고, 그 결과 상    상에만 차단   프린트  다. 라 ,  차단 

 갖는 프린트  제조 공정  단순 시킬 수 다.

  도 - 도1d
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특허청  

청 항 1 

상  하게 함몰     몰드  마 하는 단계;

상   과 상  몰드  상  상  상에 차단막  하는 단계;

상  몰드 과 마주하도  접착   비하는 단계;

상  상  상에  상  차단막  상  접착  에 접 하도  상  몰드  상  접착  에

결합시키는 단계; 

상  접착   상  몰드  리시켜 상  차단막  적  제거하여 상    상

에 차단  하는 단계  포함하는 프린트  제조 .

청 항 2 

제1항에 어 , 상  접착   에폭시 수지  루어진 프린트  제조 .

청 항 3 

제2항에 어 , 상  몰드 과 상  접착   결합시키는 단계 전에 상  접착  에 열  가하

여 상  에폭시 수지  70% 하  1차 경 시키는 단계   포함하는 프린트  제조 .

청 항 4 

제3항에 어 , 상  접착   상  몰드  리시키는 단계 전에 상  접착  에 열

가하여 상  에폭시 수지  70% 상  2차 경 시키는 단계   포함하는 프린트  제조 .

청 항 5 

제1항에 어 , 상  몰드   루어진 프린트  제조 .

청 항 6 

제1항에 어 , 상  차단막   막  루어져 상  몰드 에 착 는 프린트  제조 

.

청 항 7 

제1항에 어 , 상  차단  상    정 하는  상에만 는 프린트  제조 

.

청 항 8 

상  하게 함몰     몰드  마 하는 단계;

상   과 상  몰드  상  상  상에 차단막  하는 단계;

상  몰드 과 마주하도  접착   비하는 단계;

상  상  상에  상  차단막  상  접착  에 접 하도  상  몰드  상  접착  에

결합시키는 단계; 

상  접착   상  몰드  리시켜 상  차단막  적  제거하여 상    상

에 차단   프린트  하는 단계;

처리  상에 포  지스트막  하는 단계;

상  프린트  상  포  지스트막 상에 치하는 단계;

상  프린트  상  처리  측  가압하는 단계; 
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상  프린트  마스크  하는 사진 식각 공정  통해  상  상 에 하는 상  포  지스트막

제거하는 단계  포함하는 프린  .

청 항 9 

제8항에 어 , 상  접착   에폭시 수지  루어진 프린  .

청 항 10 

제9항에 어 , 상  몰드 과 상  접착   결합시키는 단계 전에 상  접착  에 열  가하

여 상  에폭시 수지  70% 하  1차 경 시키는 단계   포함하는 프린  .

청 항 11 

제10항에 어 , 상  접착   상  몰드  리시키는 단계 전에 상  접착  에 열

 가하여 상  에폭시 수지  70% 상  2차 경 시키는 단계   포함하는 프린  .

청 항 12 

제8항에 어 , 상  몰드   루어진 프린  .

청 항 13 

제8항에 어 , 상  포  지스트막  포지티브 타  포  지스트  루어진 프린  .

청 항 14 

상  하게 함몰     몰드  마 하는 단계;

상   과 상  몰드  상  상  상에 차단막  하는 단계;

상  몰드 과 마주하도  접착   마 하는 단계;

상  상  상에  상  차단막  상  접착  과 접 하도  상  몰드  상  접착  에

결합하는 단계; 

상  접착   상  몰드  리시켜 상   차단막  적  제거하여 상  몰드 

상    상에  차단  갖는 프린트  하는 단계;

 상에 게 트 전극, 게 트 절연막, 실리콘층, 탈층  포  지스트막  순차적  하는 단계;

상  프린트  상  포  지스트막 상에 치하는 단계;

상  프린트  상   측  가압하여 포  지스트막에 상  프린트 에   에

하는 볼   하는 단계;

상  프린트  마스크 하여 상  포  지스트막    상하여 상  포  지스트막  적

 제거하여 상  탈층 상에 포  지스트  하는 단계; 

상  포  지스트  마스크 하여 상  탈층  실리콘층  식각하여 상  게 트 절연막 상에는 실리

콘 , 스 전극  드  전극  하는 단계  포함하는 막 트랜지스   제조 .

청 항 15 

제14항에 어 , 상  몰드  상    닥  상  상 보다 낮   돌  돌

 비하고,

상  돌 는 상  실리콘   치에 하여 비 는 막 트랜지스   제조 .

청 항 16 

제15항에 어 , 상  돌 에 하여 상  포  지스트 에는 가 고,

상  돌 에 하는 역에  상  탈층만  제거 는 막 트랜지스   제조 .
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청 항 17 

제14항에 어 , 상  접착   에폭시 수지  루어진 막 트랜지스   제조 .

청 항 18 

제14항에 어 , 상  포  지스트막  포지티브 타  포  지스트  루어진 막 트랜지스   제

조 .

  

 상 한 

     술  야

프린트  제조   프린  에 한 것 , 욱 상 하게는 프린  공정 상  량  감<1>

시키  프린트  제조 공정  단순 시킬 수 는 프린트  제조   프린  에 한

것 다.

     경  술

적 , 나  프린트(Nano Imprint) 술  주  나  스케  미   하  한 술 , 액<2>

정 시 나 도체 칩과 같  미   막들  적층  치  하는  한 차  식각 술

다.

나  프린트 술  에   몰드  막   처리  상에 치시킨 후 몰드 <3>

 처리  측  가압하여 몰드  에 라 막  닝하는 것 다. 러한 나  프린트 술

 막  닝 과정  단순 하므 , 생산  향상시키고, 원가  절감할 수 는 점  가진다.

나  프린트 술  몰드 과 처리  압착시키는 과정  통해 막  동시켜 닝한다. 라 ,<4>

막  동량과 그   동 도에 라 닝  막  상  균 도가 결정 고, 막  동량과 그

 몰드   상에 라 결정 다. 그러나, 몰드   막  동량 나 그  고

하여 지 않 므 , 막  몰드 에 압착   막  동량과 그  제어하  어 다. 

해, 막  균 한 께  고, 막  제거 어야할 에  전  제거 지 못하고 존하는 제

가 생한다. 

     내

        해결 하고 하는 과제

라 , 본  적  프린트  제조 공정  단순 시키  한 프린트  제조  제공하<5>

는 것 다.

한, 본  다  적  프린  공정 상  량  감 시키  한 프린   제공하는 것 다.<6>

        과제 해결수단

본 에  프린트  제조 에 , 몰드  상 에는 하게 함몰    다.<7>

상   과 상  몰드  상  상에는 차단막  다. 상  몰드 에 접착   마주하

도  결합시킨 후 상  접착   상  몰드  리시키 , 상  상 에  상  차단막

 상  몰드  제거 고, 그 결과 상    상에만 차단   프린트 

다.

본 에  프린  에 , 몰드  상 에는 함몰    다. 상   과 상<8>

 몰드  상  상에는 차단막  다. 상  몰드 에 접착   마주하도  결합시킨 후 상

 접착   상  몰드  리시키 , 상  상 에  상  차단막  상  몰드 

 제거 어 , 상    상에만 차단   프린트  다.

처리  상에 포  지스트막  한다. 상  프린트  상  포  지스트막 상에 치한다. 상<9>
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프린트  상  처리  측  가압한 후, 상  프린트  마스크  하는 사진 식각 공정  통

해  상  상 에 하는 상  포  지스트막  제거한다. 그리하여, 상   차단 에만 하는 포

지스트  한다.

         과

 같  프린트  제조   프린  에 , 막  떼어내는 술  하여 프린<10>

트 에  차단  함 , 프린트  제조 공정  단순 시킬 수 고, 상 한  차단 

  프린트  채 하여 프린  수행함 , 프린  공정에  막에 한 량  지

할 수 다.

     실시  한 체적  내

하, 첨 한 도 들  참조하여 본  람직한 실시  보다 상 하게 하고  한다.<11>

도 1a 내지 도 1d는 본   실시 에  프린트  제조  나타낸 공정도들 다.<12>

도 1a  참조하 , 저  통해   (112)   몰드 (110)  비한다. 상   <13>

(112)  상  몰드 (110)  상 (111)  함몰  조  다. 본   , 상  몰드 

(110)   루어질 수 다.

후 도 1b에 도시   같 , 상   (112)과 상  몰드 (110)  상 (111)에  차단하는 특<14>

 갖는  질  착하여  차단막(120)  한다. 본   , 상   질  크 (Cr)

포함할 수 다.

도 1c  참조하 , 상  몰드 (110)에  상   차단막(120)  접착  (130)에 착시킨다. 상<15>

접착  (130)   플랫한 조  루어지므 , 상  상 (111) 상에  상   차단막(120)만

상  접착  (130)에 착 다.

본   , 상  접착  (130)  에폭시 수지  루어질 수 다. 상  접착  (130)  상<16>

몰드 (110)에 착시키는 단계에 는 70% 하  경 도  갖는 에폭시 수지가 상  접착  (130)

사 다. 후, 상   차단막(120)  상  접착  (130)에 적  착  상태에  상  접착  

(130)에 열  가한다. 열에 해  상  접착  (130)  70% 상 100% 하  경 고, 경   가

결합  어나  상   차단막(120)과 상  접착  (130) 사  접착  가한다. 

후 도 1d  참조하 , 상  몰드 (110)  상  접착  (130)  리시킨다. 그러 , 상  몰드<17>

(110)  상 (111) 상   차단막(120)  상  접착  (130)  접착 에 해  상  몰드 (110)

 제거 어 상  접착  (130)에 착 다.

라 , 상   (112) 상에만  차단 (125)  다. , 상   차단 (125)   <18>

역   차단하는 차단 역(BA)  정 고, 상  상 (111)에 하는 역   과시키는 과 역

(TA)  정 다. , 상  차단 역(BA)과 상  과 역(TA)  는 프린트 (100)  

다.

상술한  같 , 포  식각 공정과 같  복 한 공정 신에 에폭시 수지  루어진 접착  (130)  <19>

하여 상   차단막(120)  제거하는 식  프린트 (100)에  차단 (125)  함 , 

프린트 (100)  제조 공정  단순  수 다. 한,  차단 (125)과  (112)  미스 얼라

 포  식각 공정보다 감 하고, 그  해  프린  공정 상에  생하는 미스 얼라  한 량  

지할 수 다. 

후 도 2a 내지 도 2d  참조하여 도 1d에 도시  프린트 (100)  한 프린트 공정  하<20>

한다.

도 2a 내지 도 2d는 도 1d에 도시  프린트  한 프린트 공정  나타낸 공정도들 다.<21>

도 2a  참조하 , 처리 (210) 상에 포  지스트막(220)  한다. 본   , 상  포  지<22>

스트막(220)  포지티브 타  루어진다. 후, 상  도 1a 내지 도 1d  과정에 해  제조  프린트

(100)  상  포  지스트막(220) 상에 치한다.
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다 , 도 2b에 도시   같 , 상  프린트 (100)  상  처리 (210) 측  가압하  상  프<23>

린트 (100)에   (112)에 해  상  포  지스트막(220)에는 볼  (225)  다.

 상태에 , 상  프린트 (100)  마스크  하여 UV  공정  수행한다. 그러 , 상  포  지스트<24>

막(220)  상   차단 (125)   차단 역(BA)에 는 지 않고, 상   차단 (125)  

지 않  과 역(TA)에 만 다.

후, 도 2c에 도시   같  상  프린트 (100)  상  처리 (210) 상에  제거한다. 다 , 상<25>

액  하여  상  포  지스트막(220)  상하 , 도 2d에 도시   같  포  지스트막(22

0)    제거 어 원하는 포  지스트 (230)  다.

상술한  같 , 도 1d에 도시  프린트 (100)  하여 상  포  지스트막(220)  닝하 ,<26>

원하지 않는 역에 상  포  지스트막(220)  하는 것  지할 수 고, 막에 한 처리 공정 상

 량  감 시킬 수 다.

도 3a 내지 도 3d는 액정 시 치에 는 막 트랜지스   제조 과정  나타낸 공정도들 다. 도 3a<27>

내지 도 3d에 는 막 트랜지스   제조하는 과정 에  스/드  전극  실리콘층  닝하는

과정만  본    도시한다.

저, 도 3a 내지 도 3d에 는 막 트랜지스   제조 과정에  사 는 프린트  하는 과정<28>

 나타낸다. 도 3a 내지 도 3d에 도시    도 1a 내지 도 1d에 도시   동 한 

에 해 는 동 한 참조  병 한다.

도 3a  참조하 ,  통해   (112)   몰드 (110)  비한다. 상   (112)<29>

상  몰드 (110)  상 (111)  함몰  조  다. 도 3a에  상  몰드 (110)에는 상

 (112)  닥  상  상 (111)보다 낮   돌  돌 (112a)  비한다.

후 도 3b에 도시   같 , 상   (112)과 상  몰드 (110)  상 에  차단막(120)  <30>

한다. 다 , 도 3c  참조하 , 상  몰드 (110)에  상   차단막(120)  접착  (130)에 착

시킨다. 그러 , 상  상 (111) 상에  상   차단막(120)만  상  접착  (130)에 착 다.

후 도 3d  참조하 , 상  몰드 (110)  상  접착  (120)  리시키 , 상  상 (111) 상<31>

  차단막(120)  상  몰드 (110)  제거 어 상  접착  (130)에 착 다. 라 , 상

몰드 (110)  상   (112) 상에만  차단 (125)   프린트 (100)  다.

여 , 상  몰드 (110)  단단한  함 , 상  몰드  처짐 상  지할 수 다.<32>

, 상  몰드 (110)에 처짐  생하  상  돌 (112a) 상에   차단막(120)  상  접착  

에 착  수 다. 그러  원하지 않  에 도 상   차단막(120)  제거  수  에, 처짐 

상  생하지 않는 단단한  상  몰드 (110)  하는 것  람직하다. 

후 도 3e  도 3h에 는 상 한 프린트  하여 스/드  전극  실리콘층  닝하는 과<33>

정  도시한다.

도 3e  참조하 , 스 (310) 상에 게 트 전극(321), 게 트 절연막(322), 실리콘층(323), 탈층(324)<34>

 포  지스트막(325)  순차적  한다. 후, 도 3d에   프린트 (100)  상  포  

지스트막(325) 상에 치한다. 다 , 상  프린트 (100)  상  스 (310) 측  가압하 , 도

3f에 도시   같  포  지스트막(325)에 상  프린트 (100)에   (112)에 하는

볼  (325a)  다.

후, 상  프린트 (100)  마스크 하여 상  포  지스트막(325)    상하 , 도 3g에 도시<35>

  같  상   차단 (125)   역  제 하고 상  포  지스트막(325)  제거 어, 상

탈층(324) 상에는 상   차단 (125)   역에만 하는 포  지스트 (326)  다.

상  포  지스트 (326)에는 상  프린트  돌 (112a)에 하는 (326a)가 다.

다 , 상  포  지스트 (326)  마스크 하여 상  탈층(324)  실리콘층(323)  식각하 , 상  포<36>

 지스트 (326)   역  제 한 역에 는 상  탈층(324)  실리콘층(323)  전  제거

다. 한, 상  (326a)가  역에 는 상  탈층(324)만  제거 다. 라 , 상  게 트 절

연막(322) 상에는 실리콘 (327), 스 전극(328)  드  전극(329)  다. , 상  스
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(300) 상에 막 트랜지스 (320)가  막 트랜지스    수 다.

도  간단한 

도 1a 내지 도 1d는 본   실시 에  프린트  제조  나타낸 공정도들 다.<37>

도 2a 내지 도 2d는 도 1d에 도시  프린트  한 프린트 공정  나타낸 공정도들 다.<38>

도 3a 내지 도 3d는 액정 시 치에 는 막 트랜지스   제조 과정  나타낸 공정도들 다.<39>

도

    도 1a

    도 1b

    도 1c

    도 1d
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    도 2a

    도 2b

    도 2c

    도 2d
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    도 3a

    도 3b

    도 3c

    도 3d
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    도 3e

    도 3f

    도 3g
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    도 3h
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